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※概要（Summary）： 
LSI の低消費電力化を実現するために、低電圧動作可

能なトランジスタの開発が望まれている。その中でも現在

利用されている MOSFET とは異なる原理で動作する

Steep Slope FET と総称されるトランジスタ群は、極めて

低い電圧で動作可能であるため注目を集めている。その

中の１つがトンネルトランジスタである。本課題では III-V
材料である InGaAs をチャネルに用いたトンネルトランジ

スタの試作を行った。 
 
※実験（Experimental）： 
＜利用装置＞ 
・i 線ステッパ 
＜実験方法＞ 
試作工程のうち、素子分離・ゲート加工・ソース注入・ドレ

イン注入の４種のリソグラフィ工程について、NPFの i線ス

テッパを利用して行った。この４工程はすべて InGaAs 膜

を有する基板に対し、ポジ型レジストを塗布、i 線ステッパ

によって露光し、現像を行うことでパターン形成を行った。 
 試作したトランジスタはT型およびリング型であり、T型ト

ランジスタについては Lg=5～50µm、Wg=5～50µm の

デバイスサイズを有するものである。また、その他各種デ

バイスパラメータを抽出するための素子も同時に試作して

いる。 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
試作結果は良好であり、意図した通りのデバイス構造を持

つトランジスタが形成された。しかしながら、そのデバイス

特性には未だ満足できるレベルにはなく、今後の改善が

必要だと考えている。 
具体的には酸化膜界面準位の低減化、PN 接合の急峻

化の２点が最優先課題となる。今年度の後半では１つ目

の課題である酸化膜界面準位の問題についても改善策

を検討を行ったところである。これら課題を解決することで良

好な特性を持つ InGaAs トンネルトランジスタを実現すること

は来年度に引き継ぐ課題となる。 

 

Fig.1 Optical microscope image of a InGaAs TFET 
 
※その他・特記事項（Others）： 
＜今後の課題＞ 
・ゲート酸化膜-チャネル界面準位の低減化 
・急峻な PN 接合の実現 
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